清華大學 工程與系統科學系

生醫暨奈微系統製程實驗室

RIE系統設備簡介
1、 儀器名稱、型號、購置年限：
    反應離子蝕刻機(Reactive Ion Etcher, RIE) / 倍強科技公司 / 2001年4月18日

2、 機台原理示意圖：
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3、 功能應用：
1. 薄膜蝕刻 : SiO2, Si3N4, Poly-Si, PSG.

2. 表面處理 : O2 plasma, H2O plasma.

3. 高分子材料蝕刻 : PDMS, MRTV1.
4、 機台規格：
(1) 氣瓶輸出壓力 : 4 ~ 5 kg/cm2.

(2) 冷卻水壓力 : 0.7~1.4 kg/cm2.

(3) 電源 : 3P/220V 20A.

(4) 氣體供應 : N2, O2, CF4, CDA, SF6, Ar
(5) 抽氣Pump : 機械式Pump.
5、 機台位置：工科新館七樓 709室 (NE709)
6、 管理者聯絡資料：林彥良 工科新館301室 Cell：0911776486

               分機：35807  d9635808@oz.nthu.edu.tw
7、 訓練規則：須通過三次以上訓練(含自行操作兩次以上)之後，經訓練員同意，方可申
請考核。
RIE系統設備操作流程(SOP)
RIE 開機流程檢查表
0. 檢查機台是否離關機已休息30分鐘以上，登記使用記錄簿並留意前一位使用者有無異狀，並注意前位使用者所使用的氣體是否有毒性。

1. 啟動主電源A7

2. 打開氣瓶氣閥，檢查N2、O2、CF4、SF6、Ar 壓力是否正

常（N2、O2、CF4、SF6、Ar 流量壓力值保持於標線上）

3. 啟動主機，機台後方NFB 開關切至「On」

4. 檢查電腦是否啟動

5. 啟動抽氣馬達，MP/ON

6. 進入操作系統，登錄使用者資料

7. 檢查系統連線是否正常，左上角Reactive Ion Etching Live

   檢查系統狀態是否正常(Air、Motor、Door、Water)

8. 以上皆無誤，即可按下螢幕上 ”Manual” → “Vent” 破真空

9. 以無塵紙沾IPA進行腔體清潔。

10.放入欲處理之4吋wafer試片，若非完整4吋晶片，請放置載片於下電極上

11.用手蓋上腔體門後輕輕壓住，並按下螢幕上的”Pump抽氣”圖示。

12.設定所需執行的電漿種類：

    “Recipes” → 選擇製程種類, ex： “O２”　→　設定Process time、Base pressure → “Save” → “Load” → “Return”
13.確認電漿製成參數是否正確：(1)主畫面螢幕右上方紅色字體是否為所需使用的電漿名稱 (2)進入”Setting” 內檢查

14.當Chamber pressure抽到小於設定的Base pressure時，按下螢幕上的”Auto”，開始進行製程。若按下”Auto”後沒有通入製程氣體，請按”Abort”，重新再抽氣至Base pressure，再按”Auto”。

15.電漿製程完成後，機台會自動抽去製程氣體，並自動破真空。(若無，請手動自行抽氣&破真空)

RIE 關機流程檢查表
1. 製程完成後，請先以IPA 清潔腔體

2. 抽真空至50 mTorr 以下，關閉閥門隔離Pump
3. 離開RIE 操作系統，關閉Windows 作業系統

4. 按下EMS 關閉馬達電源

5. 關閉主電源，機台後方NFB 開關切至「Off」

6. 關閉氣瓶氣閥N2、O2、CF4、SF6、Ar

7. 關閉主電源A7

8. 填寫使用記錄簿
RIE System Troubleshooting

A. 系統當機？

依照關機程序進行，重新啟動系統。
B. RF On 後無電漿產生？

1. Reflect Power 過高；參照C 之流程

2. RF Controller 連線未設定於RS232 Mode

C. Reflect Power 不可超過RF Power 的5%
系統的Matchbox 會自動調整匹配，但是超過系統自動匹配範

圍時，必須手動調整其CL, CT 兩電容值。

D. RIE 因為是化學性蝕刻為主，因此不能進(A)生物(ex：液膠..) (B)金屬 樣本，否則打出的碎屑會無法清除，污染腔體。
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